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Naxg¢ivan Doviat Universiteti

Isde, zeif vo giiclii elektrik sahesinde, n-tipli yarimkegiricilordo kenar dislokasiyalar torefinden qeyri-osas yiikdastyicilarin, yoni

desiklorin tutulmasi hadisesi tedqiq olunur. Elektrik sahosinin zoif vo giiclii oldugunu toyin edon A= g/,

olaraq, tutulmanin effektiv kosiyi hesablanmigdir.

parametrinin qiymetinden asili

xar

Uygun hesablamalarin kdmoyi ilo alinan neticelerin tetbiq olunma hiidudlarini teyin eden xarakteristik sahenin intensivliyi

qiymetlondirilir.

Molum oldugu kimi [1] giiclii elektrik sahoalerinde
yiikdastyicilar  ve akustik fononlarin  qarsilighh  tesiri
naticesinda onlarin qizmasi vo qarsiliql sévqii bas verir. Bu

zaman ylikdasiyici ve akustik fonon arasindaki qarsiligl tesir |

v (e) = WoKT~2m 31’2(1

°h’s

prosesi vo onu xarakterize eden yiikdastyicilarin impulsunun
relaksasiya tezliyi hom yiikdasiyicilarin, hom de fononlarin
dreyf siiretinden asili olur.

u u
v 5) = v(po)(l - \7)5, (1)

burada u - fononlarin, V - yiikkdastyicilarin dreyf siiretleri, s - sesin kristaldaki stireti,

5 =3 (p -1, ¢ =

Vo

V=-"2++uV, =

0
Vs (8 ) —ylikdastyict  ve fononlarin  qizmasi  ve

qarsiliqlt  sovqii olmadiqda relaksasiya tezliyi, E, -

deformasiya potensiali sabiti, &€ xarici elektrik sahosinin
intensivliyi, m - yiikdasiyicinin kiitlesi, 7 - termodinamik
temperatur, £ - Bolsman sabitidir. (1) ve (2) ifadslerinden
goriindiiyit kimi U — V' — S sorti 6denildikde dve ¢

u
kemiyyotlori keskin sekilde artr, (1 - Vj - 0.

T(¢) = cexp| - V?IJ') G k(fl'j

3s?

B (VO(T)JT( £ ) N (\@j 1V
3s? kT ‘

soklinde olur. Burada c- normallasdirici vuruqdur.

() = V(‘g)‘g:kT ;
V(1) = Vo(g)‘g:kT~
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oldugundan Vp (5) —> 0 olr. Bu zaman qarsiliqlt

tosirde olan yiikdasiyic1 ve akustik fononlar bagli sistem
omole gotirir ve onlar biitév sistem kimi hereket edirlor.
Belo hearakat prosesinde yiikdasiyicilarin impuls ve enerjiyo
goro relaksasiyasi asqarsiz kristallarda osasen qgofosin
stfirinci ragslerinden bag verir.

Biz n - tip yarimkegiricilorde yiikli qiraq dislokasiyalar
torofinden qeyri oasas yiikdasiyicilarin tutulmast maselasini
tadqiq etdiyimizden yiikdasiyici dedikde desikleri nezerde
tuturuq. Onlarm baxilan halda paylanma funksiyasi
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Tadqiqgatlarin  zeif ve giicli elektrik sahoslorinde
aparilmasi nozorde tutulur. Bu limit hallar1 bir-birinden
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parametrinin giymeti ile segilirlor. A<</ qiymstleri zaif 64 szW
elektrik sahoalori, A>>1 qiymsetlori ise giiclii elektrik saholori ( ) _ T (T) _ il 0
VpS ) =V VpS =

PS kT’

zoif sahsalor limit halinda A<</ olduqda

limit halma uygun golir. (Burada Vpg (T)— desiklerin 5

impulsunun gofesin sifirinct rogslerinden sepilmesinin
relaksasiya tezliyinin = &=kT - deki qiymatidir).I

2
T,(¢) = cexp|- = c, exp| - Srar.1 (i)

rolt :
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Evara = Umv (T)/2e,

burada F(OK ) -Eylerin gamma funksiyasidir.
Giiclii elektrik sahalori limit halinda
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Sonuncu limit halinda desik sisteminin orta kinetik lifadosi ilo toyin edilir.

enerjisi kristal qaefasin T temperaturu ile deyil, Desiklorin  yiiklii qraq  dislokasiyalar terefinden
tutulmasinin effektiv kesiyi [2-3] islerinde teklif olunan
475 hesablama  disulu  esasinda  heyata  kegirilmisdir.
T =T & Hesablamalarin detallarina varmadan tutulmanin effektiv
h — kesiyi {iglin asagidaki ifadslori yaza bilerik:
gxar-z
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Bir fakti qeyd edek ki, zoaif vo giiclii elektrik sahalori Iii(;iin onlarin méterizeden kenara vuruq soklinde ¢ixarilmasi
3 magsade uygun hesab edilmemisdir. Beloliklo, [2-3]-o

3. 2|U| uygun hesablamalar aparmaqla desiklorin qiraq dislokasiya-
limit  halinda j d’r 2 inteqralinda  lar terefinden tutulmasinin effektiv kesiyi ii¢iin asagidaki
ms miinasibatlori alariq:

inteqrallama serhadleri miixtalif fiziki sertlerle bagli oldugu
I
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e f2 / 472'88061 ' Alnan naticalarin totbiqolunma hiidudlarmni

Burada 7o = MS/auy, Uy =
isaro edilmisdir. (f - dislokasiyanin elektronlarla dolma . . ;
omsal,, a, - dislokasiyanin oxu boyunca kristal qofesin Sahoni giymotlondirok. Parametrlorin

periodu, &,- elektrik sabiti, ¢ - dielektrik niifuzlugudur).

mileyyoenlesdirmek {i¢lin 4 kemiyyetine daxil olan &y,,

a=5-10"m, £¢~10, s~3-10° ", m~0,3 -10*kq, T ~ 300k, E_ ~ 10~**c
san

\Y \Y,

3 3

giymetlerinde €xgy ~ 107 — olur; yoni €ygy < 107 — - zif sahaler, &yay >103— 5o giiclii sahoelor limit hali
m m

m
reallasacaqdir.
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BJIUSIHUE B3AUMHOI'O YBJIEYUEHUSI CHCTEMBI HOCUTEJIb-®OHOH HA PEKOMEUHAIIMOHHBIE
MPOLIECCHI

B pa60Te HCCIICJOBaHa 3ajiada O 3aXBaT€ HCOCHOBHBIX HOCHUTENEH 3apsaa, T.€. AbIpOK, B ¢1a00M ¥ CHIIBHOM DJICKTPUYCCKUX IOJIAX B N -

TUNA MOJYNPOBOJHHUKAX, CO CTOPOHBI KpPAaeBbIX IUCIOKAlMH. B 3aBUCMMOCTH OT 3HA4eHUs NapaMmerpa A = 8/ & , KOTOpBIN
xar

XapakTepusyer cnaboe Wik CHIbHOE DJIEKTPUYCCKOC I10JI€, BBIYHUCIICHO Sq)q)eKTI/IBHOC CCUYCHUC 3axXBara.
C IIOMOMIBK  COOTBCTCTBYIOIIUX BBIYUCIICHUI OIICHEHA BEJIIMYMHA XapaKTECPUCTUUCCKOI'O II0JIA, KOTOpas OIpeAcsieT Mpeaci
NMPUMCHUMOCTH NTOJTYYCHHBIX PE3YJIbTATOB.

Z.A. Veliev, N.A. Kardashbayova, Kh.A. Hasanov

THE INFLUENCE OF THE CHARGE CARRIER-PHONON MUTUAL DRAG ON THE
RECOMBINATION PROCESSES

The question of the capture of the non-basic charge carriers, i.e. the holes by the edge dislocations in n-type semiconductors in the weak

and strong electric fields is investigated. The effective cross section of the capture is calculated depending on the ratio A = & / char

characterizing the weakness or strongness of the electric field. The characteristic field determining the boundaries of application of the
obtained results is estimated by means of corresponding calculations.
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